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１．概要（Summary） 

本研究は、ダイヤモンド半導体のデバイス化を目的とし

て、プロセス技術の確立を目指している。ダイヤモンドは

SiC、GaN と共にワイドギャップ半導体として知られている

が、その中でも物質中最大の熱伝導率を有し、かつ他の

ワイドギャップ材料の数倍の絶縁破壊電界を持つとされて

いる。そのため既存材料では難しかった高温環境でも動

作でき、安定かつ低損失な高速動作次世代パワーデバイ

ス材料や耐高温環境用半導体増幅素子として期待され

ている[1]。本課題では、リソグラフィーおよび金属膜形成

技術を利用してダイヤモンド基板表面にパターンを精度

良く形成することを目標としている。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

F02 高精細電子線リソグラフィー装置 

F09 RF スパッタ成膜装置 

F11 マスクアライナ 

F16 多元 DC/RF スパッタ装置 

・実験方法 

ダイヤモンド表面上へのパターン形成のため、高精細

電子線リソグラフィー装置を用いてリソグラフィープロセス

を行った。 

まず、ダイヤモンドを有機洗浄を行い、表面の有機膜を

除去した。続いて HMDS 処理を行い、ZEP520 をスピン

コータにて塗布した。50～70µC/cm2 のドーズ条件にて

EB リソグラフィーにて電子線を照射し、現像を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に現像後のレジストの様子を示す。一部の領域

ではレジストが十分に現像されて基板表面が露出してい

るが、一部の領域でレジストが現像されずに基板表面上

に残っていることがわかる。追加して現像を行ったところ、 

一部のパターンでは欠損が見られた。さらに、一部の領域

では 10µm 程度のサイズのコンタミが確認されている。ス

パッタ装置にて電極形成し、リフトオフを行ったところ、現

像が完了している箇所では電極形成ができていることが

わかった。今後、レジスト塗布の条件や前処理、ドーズ量、

現像時間を工夫して最適なリソグラフィー条件を探索す

る。 

Fig.1 Optical micrograph of electron beam resist 

on diamond. 
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